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(57)【要約】
【課題】液晶ディスプレイ装置を提供する。
【解決手段】前記液晶ディスプレイ装置は、第１基板及
び第１基板に対向して設置される第２基板と、第１基板
と第２基板との間に位置される液晶層と、複数の画素と
を含む。各画素は、第１基板上に形成される２つ又は２
つ以上の第１共通電極と、１つ又は複数の画素電極とを
有し、前記各画素電極は、二つの第１共通電極の間に介
在されている。前記各画素は、第２基板上に形成される
１つ又は複数の浮遊電極、及び/或いは２つ又は２つ以
上の第２共通電極を更に有して、第１基板上の１つ又は
複数の画素電極及び２つ又は２つ以上の第１共通電極と
相互に対応されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１構造と、第２構造と、液晶層とを備える液晶ディスプレイ装置であって、
　ａ．前記第１構造は、
　ｉ．第１面及び第１面と反対の第２面を有して間の本体部分を定義する第１基板と、
　ｉｉ．第１方向に沿って前記第１基板の第２面上に規則的に間隙を隔てて形成される複
数本のスキャンラインと、
　ｉｉｉ．前記第１基板上に形成され、前記複数本のスキャンラインを覆う絶縁層と、
　ｉＶ．前記絶縁層上に規則的に間隙を隔てて形成され、前記第１方向と垂直な第２方向
に沿って前記複数本のスキャンラインに交差する複数本の信号ラインと、
　Ｖ．前記絶縁層上に形成され、前記複数本の信号ラインを覆う保護層と、
　Ｖｉ前記第２方向に沿って前記保護層上に規則的に間隙を隔てて形成された複数の第１
共通電極と、
　Ｖｉｉ．前記第２方向に沿って前記保護層上に規則的に間隙を隔てて形成され、２つの
隣接する前記第１共通電極の間に各々位置される複数の画素電極とを含み、
　ｂ．前記第２構造は、
　ｉ．第１面及び第１面と反対の第２面を有して間の本体部分を定義する第２基板と、
　ｉｉ．所定のパターンで前記第２基板の第１面上に形成されたブラックマトリクスと、
　ｉｉｉ．前記第２基板の残りの部分に形成されたカラーフィルターと、
　ｉＶ．前記カラーフィルター及び前記ブラックマトリクス上に形成されたオーバーコー
ト層と、
　Ｖ．前記第２方向に沿って、前記オーバーコート層上に規則的に間隙を隔てて形成され
た複数の第２共通電極と、
　Ｖｉ．前記第２方向に沿って、前記オーバーコート層上に規則的に間隙を隔てて形成さ
れ、２つの隣接する前記第２共通電極の間に各々位置されている複数の浮遊電極とを含み
、
　前記第１構造と第２構造が対向して設置されて間に液晶セルギャップを生成し、前記第
２構造上の各浮遊電極と前記第１構造上の各画素電極が対向して設置され、前記第２構造
上の各第２共通電極と前記第１構造上の各第１共通電極が対向して設置され、且つ、前記
第２構造上のブラックマトリクスと前記第１構造上の複数本のスキャンライン及び複数本
の信号ラインが対向して設置されていて、
　ｃ．前記液晶層は、前記第１構造と第２構造との間の前記液晶セルギャップ内に設置さ
れていることを特徴とする液晶ディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記液晶層は、正の誘電異方性を持つネマティック液晶分子を有することを特徴とする
請求項１に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記液晶分子には、液晶分子の屈折率δnと前記液晶セルギャップとの積が約０.１５μ
ｍ～０.６０μｍの液晶分子が選択されることを特徴とする請求項２に記載の液晶ディス
プレイ装置。
【請求項４】
　前記各画素電極と２つの隣接する前記第１共通電極の内の１つとの距離が前記液晶セル
ギャップより大きいことを特徴とする請求項１に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記第１構造は、前記保護層上に形成され、前記複数の画素電極及び複数の第１共通電
極を覆う第１配向膜を更に有し、前記第２構造は、前記オーバーコート層上に形成され、
前記複数の浮遊電極及び複数の第２共通電極を覆う第２配向膜を更に有することを特徴と
する請求項１に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記第１配向膜と前記第２配向膜は、プレチルト角のラビング軸をそれぞれ有し、前記
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ラビング軸と前記第２方向との夾角が、約０度～１０度であって前記液晶を必要な方向に
配列させることを特徴とする請求項５に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項７】
　ｉ．前記第１基板の第１面上に形成され、第１既定方向に偏光軸を有し、前記偏光軸の
光学的性質が前記液晶層に対応している偏光板と、
　ｉｉ．前記第２基板の第２面上に形成され、第２既定方向に吸収軸を有し、前記吸収軸
の光学的性質が前記偏光軸に対応している検光板とを更に有することを特徴とする請求項
６に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項８】
　前記偏光板の偏光軸と前記第１配向膜のラビング軸との夾角が、約０度～９０度であり
、且つ前記偏光板の偏光軸と前記検光板の吸収軸との夾角が、約９０度であることを特徴
とする請求項７に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項９】
　前記各第１共通電極は、対応する前記データライン上に位置することを特徴とする請求
項１に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項１０】
　各一対の前記第１共通電極は、対応するデータライン上に互い離れて位置されることを
特徴とする請求項１に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項１１】
　前記複数の画素電極、複数の浮遊電極、複数の第１共通電極、複数の第２共通電極の厚
さの範囲は、全て約０.０１μｍ～３.０μｍであって、透明材料により、例えば酸化亜鉛
、非晶質インジウムスズ酸化物、多結晶インジウムスズ酸化物、または上述の組み合わせ
により形成されることを特徴とする請求項１に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項１２】
　液晶ディスプレイ装置であって、
　ａ．互いに対向して設置されて間に液晶セルギャップを定義する第１基板及び第２基板
と、
　ｂ．前記第１基板と第２基板との間の前記液晶セルギャップ内に設置される液晶層と、
　ｃ．第１方向に沿って、前記第１基板上に形成された複数本のスキャンライン、及び前
記第１方向に垂直な第２方向に沿って前記第１基板上に形成され、前記複数本のスキャン
ラインに交差する複数本の信号ラインと、
　ｄ．複数の画素とを備え、
　各画素は、２本の隣接する前記スキャンラインと複数本のスキャンラインに交差する２
本の隣接する前記信号ラインとの間に介在され、前記各画素は、
　ｉ．前記第１基板上に形成される絶縁層と、
　ｉｉ．前記第２方向に沿って前記絶縁層上に形成され、その内の２つが隣接する２本の
前記信号ライン上にそれぞれ位置される２つ又は２つ以上の第１共通電極と、
　ｉｉｉ．前記第２方向に沿って前記絶縁層上に形成され、２つの前記第１共通電極の間
に介在される１つ又は１つ以上の画素電極と、
　ｉＶ．前記第２基板上に形成され、２本の隣接する前記スキャンラインと前記第１基板
上の複数のスキャンラインに交差する２本の隣接する信号ラインとに対向して設置される
ブラックマトリクスと、
　Ｖ．前記第２基板上のブラックマトリクスで囲まれる領域に形成されたカラーフィルタ
ーと、
　Ｖｉ．前記ブラックマトリクス及び前記カラーフィルター上に形成されたオーバーコー
ト層と、
　Ｖｉｉ．前記第２方向に沿って前記オーバーコート層上に形成され、前記第１基板上の
各画素電極及び各第１共通電極に対向して設置される少なくとも１つ又は複数の浮遊電極
と２つ又は２つ以上の第２共通電極とを含んでいることを特徴とする液晶ディスプレイ装
置。
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【請求項１３】
　前記液晶層は、正の誘電異方性を持つネマティック液晶分子を含むことを特徴とする請
求項１２に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項１４】
　前記液晶分子には、前記液晶分子の屈折率δnと前記液晶セルギャップの積が約０.１５
μｍ～０.６０μｍの液晶分子が選択されることを特徴とする請求項１３に記載の液晶デ
ィスプレイ装置。
【請求項１５】
　前記各画素は、１つまたは複数の前記画素電極に電気的接続される制御装置を更に含む
ことを特徴とする請求項１２に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項１６】
　前記各画素は、
　ａ．前記保護層上に形成され、前記複数の画素電極及び複数の第１共通電極を覆う第１
配向膜と、
　ｂ．前記オーバーコート層上に形成され、前記複数の浮遊電極及び複数の第２共通電極
を覆う第２配向膜とを更に含むことを特徴とする請求項１２に記載の液晶ディスプレイ装
置。
【請求項１７】
　前記第１配向膜及び前記第２配向膜は、プレチルト角のラビング軸をそれぞれ有し、前
記ラビング軸と前記第２方向との夾角が、約０度～１０度であって前記液晶を必要な方向
に配列させることを特徴とする請求項１６に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項１８】
　ｉ．前記第１基板の外表面上に形成され、第１所定方向に偏光軸を有し、前記偏光軸の
光学的性質が前記液晶層に対応している偏光板と、
　ｉｉ．前記第２基板の外表面上に形成され、第２所定方向に吸収軸を有し、前記吸収軸
の光学的性質が前記偏光軸に対応している検光板を更に含むことを特徴とする請求項１７
に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項１９】
　前記偏光板の偏光軸と前記第１配向膜のラビング軸との夾角が、約０度～９０度であり
、且つ前記偏光板の偏光軸と前記検光板の吸収軸との夾角が、約９０度であることを特徴
とする請求項１８に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項２０】
　液晶ディスプレイ装置であって、
　ａ．第１基板及び前記第１基板に対向して設置される第２基板と、
　ｂ．前記第１基板と第２基板との間に設置される液晶層と、
　ｃ．複数の画素とを含み、各画素は、
　ｉ．前記第１基板上に形成された２つまたは２つ以上の第１共通電極と、
　ｉｉ．前記第１基板上に形成され、２つの前記第１共通電極の間に各々介在されている
１つ又は複数の画素電極と、
　ｉｉｉ．前記第２基板上に形成され、前記第１基板上の各画素電極及び各第１共通電極
に対向して設置された少なくとも１つ又は複数の浮遊電極と２つ又は２つ以上の第２共通
電極とを含むことを特徴とする液晶ディスプレイ装置。
【請求項２１】
　前記液晶層は、正の誘電異方性を持つネマティック液晶分子を含むことを特徴とする請
求項２０に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項２２】
　前記各画素は、１つ又は複数の前記画素電極に電気的に接続される制御装置を更に含む
ことを特徴とする請求項２０に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項２３】
　前記各画素は、
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　ａ．前記複数の画素電極及び複数の第１共通電極上に形成された第１配向膜と、
　ｂ．前記複数の浮遊電極及び複数の第２共通電極上に形成された第２配向膜とを更に含
むことを特徴とする請求項２０に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項２４】
　前記第１配向膜と第２配向膜は、プレチルト角のラビング軸をそれぞれ有し、前記ラビ
ング軸と前記画素電極の方向との夾角が、約０度～１０度であって前記液晶を必要な方向
に配列させることを特徴とする請求項２３に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項２５】
　液晶ディスプレイ装置であって、
　ａ．第１基板及び前記第１基板に対向して設置される第２基板と、
　ｂ．前記第１基板と第２基板との間に設置された液晶層と、
　ｃ．複数の画素とを含み、各画素は、
　ｉ．前記第１基板上に形成される２つ又は２つ以上の第１共通電極と、
　ｉｉ．前記第１基板上に形成され、２つの前記第１共通電極の間に各々介在されている
１つ又は複数の画素電極と、
　ｉｉｉ．前記第２基板上に形成され、前記第１基板上の各画素電極に対向して設置され
る少なくとも１つの浮遊電極とを備えることを特徴とする液晶ディスプレイ装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶ディスプレイ装置に関し、特に、浮遊電極スイッチ（ｆｌｏａｔｉｎｇ
　ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ　ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ、　ＦＥＳ）の画素構造を用いて画像品質の
視角特性と画像の光透過率を改善する液晶ディスプレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ディスプレイは、低消費電力で高画質の画像表示ができるため、汎用されている。
液晶ディスプレイ装置は、液晶セルと、液晶セルに対応する画素ユニットと、液晶コンデ
ンサ及び蓄積コンデンサとを有する液晶ディスプレイパネルを含み、薄膜トランジスタが
液晶コンデンサと蓄積コンデンサとに電気的接続される。これらの画素ユニットは、大抵
複数の画素列と複数の画素行を有するマトリクスの中に配列される。通常、スキャン信号
は、これらの画素列に順番に供給されて、複数の画素ユニットを一列ずつ順にオンにする
。スキャン信号を画素列に供給して、対応する薄膜トランジスタの画素ユニットの画素列
をオンにする時、画素列のソース信号（画像信号）が、画素行に同時に供給され、対応す
る液晶コンデンサと蓄積コンデンサとに充電し、画素列に対応する液晶セルの配列方向を
整って光の透過を制御する。全ての画素列に上述のステップを繰り返すことで、全画素ユ
ニットにソース信号が供給され、画像信号を表示する。
【０００３】
　液晶分子の細長い特徴により、液晶は特定の方向に配列される。液晶ディスプレイパネ
ルの液晶セルにおいて、液晶分子の配列方向は、光の透過に対して重要な役割を果たして
いる。例えば、ねじれネマティック液晶ディスプレイでは、液晶分子が傾斜した時、光の
入射方向は、異なる反射率の影響を受ける。液晶ディスプレイの効果が複屈折効果に基づ
いていることから、光の透過率は、異なる視野角により変化する。光透過率が異なる故に
液晶ディスプレイの最良表示効果が狭い視野角範囲内に限られている。液晶ディスプレイ
の限られた可視野角は、液晶ディスプレイの主な欠点の１つであり、且つ液晶ディスプレ
イのアプリケーションが制限を受ける主な要因でもある。
【０００４】
　液晶ディスプレイの視野角を拡大するため、インプレインスイッチング（in‐plane sw
itching,ＩＰＳ）とフリンジフィールドスイッチング（fringe field switching,ＦＦＳ
）等の多くの研究がある。図９－１に示すように、ＩＰＳモード液晶ディスプレイ９１０
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は、第１基板９２０上に平行な方式で２つの画素電極９２１と共通電極９２９が形成され
て、液晶分子９３２を駆動する。画素電極９２１と共通電極９２９とに電圧が供給される
時、第１基板９２０と平行な面に電界９３７が生成される。ＩＰＳモード液晶ディスプレ
イ９１０において、共通電極９２９と画素電極９２１との距離(distance)Ｌ1は、第１基
板９２０と第２基板９４０間の液晶セルギャップ(cell　gap)ｄ1とほぼ等しい。ＩＰＳモ
ード液晶ディスプレイ９１０は、従来のＴＮモード液晶ディスプレイと比べ、視野角が広
いメリットを持っている。しかし、画素電極９２１と共通電極９２９は、不透明な金属膜
で構成されているので、開口数(aperture　ratio)と光透過率９４５が制限される。また
、ＩＰＳモード液晶ディスプレイ９１０は、平面的電界構造により、映像が停止する大き
な問題がある。
【０００５】
　ＩＰＳモード液晶ディスプレイの開口数と光透過率の制限を克服するために、業界は、
ＦＦＳモード液晶ディスプレイを提出した。図９－２に示すように、ＦＦＳモード液晶デ
ィスプレイ９５０において、複数の画素電極９６１と共通電極９６９は、透明な金属膜、
例えばインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）の金属膜により形成され、ＩＰＳモード液晶ディ
スプレイと比べ、ＦＦＳモード液晶ディスプレイは、開口数の欠点が改善されている。ま
た、２つの画素電極間の距離Ｌ2は、第１基板９７０と第２基板９９０間の液晶セルギャ
ップｄ2より小さい。電圧が画素電極９６１と共通電極９６９に供給された時、画素電極
９６１及び共通電極９６９に隣接する液晶セルギャップ領域にフリンジフィールド９８１
が発生され、この領域の全ての液晶分子９８２を駆動する。ＩＰＳモード液晶ディスプレ
イと比べ、ＦＦＳモード液晶ディスプレイは、光透過率９９５が改善された。
【０００６】
　しかし、ＩＰＳモード液晶ディスプレイとＦＦＳモード液晶ディスプレイには、第２基
板上に第１基板上の画素電極と共通電極により発生する電界の歪みを防ぐための導電金属
膜が形成されていない。ＩＴＯ膜は、通常第２基板のバックサイドに形成され、液晶ディ
スプレイを静電気のダメージから保護する。これにより製造コストとカラーフィルターの
材料コストが増えた。
【０００７】
　上記で分かるように、業界では、上述の欠点を克服するための広視野角の液晶ディスプ
レイが必要である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　浮遊電極スイッチ（ＦＥＳ）の画素構造を用いて画像の視野角特性と光透過率を改善し
た液晶ディスプレイ装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の目的を達成するために、本発明は、第１構造及び第１構造に対応する第２構造と
、第１構造と第２構造との間に液晶セルギャップを定義し、この液晶セルギャップ内に設
置された液晶層とを含む液晶ディスプレイ装置を提供する。１つの実施例において、液晶
層は、正の誘電異方性を持つネマティック液晶分子を含み、液晶分子は、液晶分子の屈折
率δnと液晶セルギャップの積が約０.１５μｍ～０.６０μｍの範囲のものが選ばれる。
【００１０】
　第１構造は、第１面及び第１面と反対の第２面を有して間の本体部分を定義する第１基
板と、第１方向に沿って第１基板の第２面上に規則的に間隙を隔てて形成された複数本の
スキャンラインと、第１基板上に形成され、複数本のスキャンラインを覆う絶縁層と、絶
縁層上に規則的に間隙を隔てて形成され、第１方向に垂直な第２方向に沿って複数本のス
キャンラインに交差した複数本の信号ラインと、絶縁層上に形成され、複数本の信号ライ
ンを覆う保護層と、第２方向に沿って保護層上に規則的に間隙を隔てて形成された複数の
第１共通電極と、第２方向に沿って保護層上に規則的に間隙を隔てて形成される画素電極
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とを含む。前記各画素電極は隣接する２つの第１共通電極の間に位置されている。
【００１１】
　１つの実施例において、各画素電極と２つの隣接する第１共通電極の内の１つとの距離
が液晶セルギャップより大きい。
【００１２】
　１つ実施例によれば、各第１共通電極は、対応するデータライン上に位置されている。
もう１つの実施例では、各１対の第１共通電極は、対応するデータライン上に隔てられて
位置されている。
【００１３】
　第２構造は、第１面及び第1面と反対の第２面を有して間の本体部分を定義する第２基
板と、既定のパターンで第２基板の第１面上に形成されるブラックマトリクスと、第２基
板の残りの部分に形成されるカラーフィルターと、カラーフィルターとブラックマトリク
ス上に形成されたオーバーコート層と、第２方向に沿って、オーバーコート層上に規則的
に間隙を隔てて形成された複数の第２共通電極と、第２方向に沿って、オーバーコート層
上に規則的に間隙を隔てて形成される浮遊電極とを含む。前記各浮遊電極は２つの隣接す
る第２共通電極の間に位置されている。
【００１４】
　第１構造と第２構造が対向して設置されることによって、第１構造と第２構造の間に液
晶セルギャップが形成する。第２構造上の各浮遊電極と第１構造上の各画素電極は、対向
して設置される。第２構造上の各第２共通電極と第１構造上の各第１共通電極が、対向し
て設置される。また、第２構造上のブラックマトリクスと第１構造上の複数本のスキャン
ライン及び複数本の信号ラインが、対向して設置される。
【００１５】
　各画素電極、各浮遊電極、各第１共通電極と各第２共通電極の厚さは、全て約０.０１
μｍ～３.０μｍであって、透明材料例えば酸化亜鉛、非晶質インジウムスズ酸化物、多
結晶インジウムスズ酸化物、または上述の組み合わせにより形成されている。
【００１６】
　１つの実施例において、第１構造は、保護層上に形成され、複数の画素電極と複数の第
１共通電極を覆う第１配向膜を更に含み、第２構造は、オーバーコート層上に形成され、
複数の浮遊電極と複数の第２共通電極を覆う第２配向膜を更に含む。第１配向膜と第２配
向膜は、プレチルト角（ｐｒｅ－ｔｉｌｔｅｄ）のラビング軸をそれぞれ有し、ラビング
軸と第２方向との夾角は、約０度～１０度であって液晶を必要な方向に配列させる。
【００１７】
　また、液晶ディスプレイ装置は更に偏光板と検光板を含む。偏光板は、第１基板の第１
面上に形成され、第１既定方向に偏光軸を有し、前記偏光軸の光学的性質が液晶層に対応
している。検光板は、第２基板の第２面上に形成され、第２既定方向に吸収軸を有し、吸
収軸の光学的性質が偏光軸に対応している。
【００１８】
　実施例によれば、液晶ディスプレイ装置は、第１基板及び第１基板に対向して設置され
る第２基板と、第１基板と第２基板の間に液晶セルギャップを定義し、この液晶セルギャ
ップ内に設置される液晶層と、第１方向に沿って、第１基板上に形成される複数本のスキ
ャンラインと、第１方向に垂直な第２方向に沿って第１基板上に形成され、複数本のスキ
ャンラインに交差する複数本の信号ラインと、複数の画素とを含む。
【００１９】
　各画素は、２本の隣接するスキャンラインと複数本のスキャンラインに交差する２本の
隣接する信号ラインとの間に介在される。各画素は、第１基板上に形成される絶縁層と、
第２方向に沿って絶縁層上に形成され、その内２つが２つの隣接する信号ライン上にそれ
ぞれ位置される２つまたは２つ以上の第１共通電極と、第２方向に沿って絶縁層上に形成
され、２つの第１共通電極の間に介在される１つまたは複数の画素電極と、第２基板上に
形成され、２本の隣接するスキャンライン及び第１基板上の複数本のスキャンラインに交
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差する２本の隣接する信号ラインに対向して設置されるブラックマトリクスと、第２基板
上のブラックマトリクスで囲まれる領域に形成されているカラーフィルターと、ブラック
マトリクスとカラーフィルター上に形成されているオーバーコート層と、第２方向に沿っ
てオーバーコート層上に形成され、且つ、第１基板上の各画素電極及び各第１共通電極と
対向して設置される少なくとも１つまたは複数の浮遊電極と２つまたは２つ以上の第２共
通電極とを含む。
【００２０】
　また、各画素は、１つまたは複数の画素電極に電気的接続される制御装置を含む。
【００２１】
　各画素は、保護層上に形成され、複数の画素電極と複数の第１共通電極を覆う第１配向
膜と、オーバーコート層上に形成され、複数の浮遊電極と複数の第２共通電極を覆う第２
配向膜とを含む。第１配向膜と第２配向膜は、プレチルト角（ｐｒｅ－ｔｉｌｔｅｄ）の
ラビング軸をそれぞれ有し、ラビング軸と第２方向との夾角は、約０度～１０度であって
液晶を必要な方向に配列させる。
【００２２】
　１つの実施例によれば、液晶ディスプレイ装置は偏光板と検光板を含む、偏光板は、第
１基板の外表面上に形成され、第１既定方向に偏光軸を有し、偏光軸の光学的性質が液晶
層に対応している。検光板は、第２基板の外表面上に形成され、第２既定方向に吸収軸を
有し、吸収軸の光学的性質が偏光軸に対応している。偏光板の偏光軸と第１配向膜のラビ
ング軸との夾角は、約０度～９０度であり、偏光板の偏光軸と検光板の吸収軸との夾角は
、約９０度である。
【００２３】
　実施例によれば、液晶層は、正の誘電異方性を有するネマティック液晶分子を含み、液
晶分子は、液晶分子の屈折率δnと液晶セルギャップの積が約０.１５μｍ～０.６０μｍ
の範囲のものが選ばれる。
【００２４】
　実施例によれば、液晶ディスプレイ装置は、第１基板及び第１基板に対向して設置され
る第２基板と、第１基板と第２基板の間に設置される液晶層と、複数の画素とを備える。
各画素は、第１基板上に形成される２つまたは２つ以上の第１共通電極と、第１基板上に
形成され、２つの第１共通電極の間に各画素電極が介在する１つまたは複数の画素電極と
、第２基板上に形成され、第１基板上の各画素電極と各第１共通電極に対向して設置され
た少なくとも１つまたは複数の浮遊電極と２つまたは２つ以上の第２共通電極とを含む。
【００２５】
　各画素は、１つまたは複数の画素電極に電気的接続されるスイッチング装置を含む。１
つの実施例において、各画素は、複数の画素電極及び複数の第１共通電極上に形成される
第１配向膜と、複数の浮遊電極及び複数の第２共通電極上に形成される第２配向膜とを更
に含む。第１配向膜と第２配向膜は、プレチルト角（ｐｒｅ－ｔｉｌｔｅｄ）のラビング
軸をそれぞれ有する。ラビング軸と画素電極の方向との夾角は、約０度～１０度であって
液晶を必要な方向に配列させる。
【００２６】
　１つの実施例によれば、液晶ディスプレイ装置は、第１基板と、第１基板に対向して設
置される第２基板と、第１基板と第２基板の間に設置される液晶層と、複数の画素とを備
える。各画素は、第１基板上に形成される２つまたは２つ以上の第１共通電極と、第１基
板上に形成され、２つの第１共通電極の間に各画素電極が介在する１つまたは複数の画素
電極と、第２基板上に形成され、第１基板上の各画素電極に対向して設置される少なくと
も１つの浮遊電極とを含む。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明は、ＦＥＳを用いて画像の視野角特性と画像の光透過率を改善した液晶ディスプ
レイ装置を提供している。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　本発明の目的、特徴、利点がより明確に判るよう、以下に実施形態を例示し、図面を参
照にしながら詳細に説明する。
【実施例】
【００２９】
　図１～図８を参照しながら本発明の実施例を説明する。本発明の目的は、浮遊電極スイ
ッチ（ＦＥＳ）の画素構造を用いて画像の視野角特性と画像の光透過率を改善することで
ある。
【００３０】
　図１は、本発明の実施例における液晶ディスプレイ装置１００を示す断面図である。液
晶ディスプレイ装置１００は、第１構造１１０と第２構造１２０を含み、第１構造１１０
と第２構造１２０は、液晶セルギャップＨによって隔てられ、この液晶セルギャップＨ内
に液晶層１８０が位置されている。
【００３１】
　液晶層１８０に、液晶分子１８２が充満されている。実施例において、液晶分子１８２
は、正の誘電異方性を有する液晶材料例えばねじれネマティック（ＴＮ）液晶を含む。液
晶分子１８２は、液晶分子の屈折率δnと液晶セルギャップＨとの積が約０.１５μｍ～０
.６０μｍの範囲のものが選ばれる。
【００３２】
　第１構造１１０は、第１基板１１２と、絶縁層１１４と、保護層１１６と、第１配向膜
１１８と、複数の画素電極１４０と、複数の共通電極１５０と、複数本のスキャンライン
（図示していない）及び複数本の信号ライン１３０とを含む。
【００３３】
　第１基板１１２は、第１面１１２ａ及び第１面１１２aに対向する第２面１１２ｂを有
して、第１面１１２ａと第２面１１２ｂの間本体部分１１２ｃを定義する。複数本のスキ
ャンラインは、第１方向に沿って第１基板１１２の第２面１１２ｂ上に規則的に間隙を隔
てて形成される。絶縁層１１４は、第１基板１１２の第２面１１２ｂ上に形成され、複数
本のスキャンラインを覆う。複数本の信号ライン１３０は、絶縁層１１４上に規則的に間
隙を隔てて形成され、第１方向と垂直な第２方向に沿って複数本のスキャンラインと交差
する。故に、絶縁層１１４により複数本のスキャンラインと複数本の信号ライン１３０は
、電気的に絶縁される。保護層１１６は、絶縁層１１４上に形成され、複数本の信号ライ
ン１３０を覆う。複数本のスキャンラインと複数本の信号ライン１３０は、複数の画素を
定義することができる。１つの実施例において、複数の画素は、マトリクスに配列され、
第１方向は、画素マトリクスの列に相当し、第２方向は、画素マトリクスの行に相当する
。
【００３４】
　複数の第１共通電極１５０と複数の画素電極１４０は、第２方向に沿って保護層１１６
上に規則的間隙を隔てて形成される。各画素電極１４０は、２つの隣接する第１共通電極
１５０の間に位置され、各一対の第１共通電極１５０は、対応するデータライン１３０上
に隔てて位置される。図１に示す実施例では、各画素電極１４０と各第１共通電極１５０
との間に距離Ｄが定義され、この距離Ｄは、液晶セルギャップＨより大きい。下記のよう
に、複数の第１共通電極１５０は、単一の共通電極のみが対応するデータライン１３０上
に位置されるように形成されることも可能である。本発明の実施例によれば、複数の第１
共通電極１５０と複数の画素電極１４０は、同じ平面上（保護層１１６）に位置されてい
る。
【００３５】
　絶縁層１１４は、絶縁材料により、例えば、窒化ケイ素（ＳｉＮx）、酸化ケイ素（Ｓ
ｉＯx）、酸窒化ケイ素（ＳｉＯＮ）、または他の類似材料により形成される。保護層１
１６は、厚さの範囲が約０.１μｍ～１０.０μｍであり、ＳｉＮx、ＳｉＯx、ＳｉＯＮ、
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またはポリイミドなどの有機絶縁材料により形成される。
【００３６】
　各画素電極１４０と第１共通電極１５０は、厚さの範囲が約０.０１μｍ～３.０μｍで
あり、透明導電材料例えば酸化亜鉛（ＩＺＯ）、非晶質インジウムスズ酸化物（ａ－ＩＴ
Ｏ）、多結晶インジウムスズ酸化物（ｐｏｌｙ　ＩＴＯ）、またはその他の類似材料によ
り形成される。実施例おいて、複数の画素電極１４０と複数の第１共通電極１５０は、格
子形状である。
【００３７】
　第１配向膜１１８は、保護層１１６上に形成され、複数の画素電極１４０と複数の第１
共通電極１５０を覆う。第１配向膜１１８は、プレチルト角（ｐｒｅ－ｔｉｌｔｅｄ）の
ラビング軸（rubbing axis）を有する。ラビング軸と第２方向との夾角は、約０度～１０
度であって、液晶を最初の必要な方向に配列させる。
【００３８】
　また、第１構造１１０は、スイッチング素子（switching element）（図示されていな
い）となる複数のＴＦＴをも含む。各ＴＦＴは、スキャンラインとスキャンラインに交差
する信号ラインとの間に形成される。ＴＦＴは、スキャンライン上に形成されたチャネル
層と、信号ラインから延伸し、特定の部分がチャネル層の一端に重ねられるソース電極と
、ある特定の部分がチャネル層の他端に重ねられ、且つ画素電極と接続されるドレイン電
極とを有する。
【００３９】
　第２構造１２０は、第２基板１２２と、カラーフィルター１２４と、オーバーコート層
１２６と、第２配向膜１２８と、ブラックマトリクス１９０と、複数の浮遊電極１６０と
、複数の第２共通電極１７０とを含む。
【００４０】
　第２基板１２２は、第１面１２２ａ及び第1面に対向する第２面１２２ｂを有して間の
本体部分１１２ｃを定義する。ブラックマトリクス１９０は、既定のパターンで第２基板
１２２の第１面１２２ａ上に形成される。カラーフィルター１２４は、第２基板１２２の
残りの部分に形成される。オーバーコート層１２６は、カラーフィルター１２４とブラッ
クマトリクス１９０との上に形成される。複数の第２共通電極１７０と複数の浮遊電極１
６０は、第２方向に沿って、オーバーコート層１２６上に規則的間隙を隔てて形成され、
各浮遊電極１６０は、２つの隣接する第２共通電極１７０の間に位置される。各一対の第
２共通電極１７０は、対応するブラックマトリクス１９０上に隔てて位置される。
【００４１】
　各浮遊電極１６０と各第２共通電極１７０は、厚さの範囲が約０.０１μｍ～３.０μｍ
であり、透明導電材料により例えば酸化亜鉛（ＩＺＯ）、非晶質インジウムスズ酸化物（
ａ－ＩＴＯ）、多結晶インジウムスズ酸化物（ｐｏｌｙ　ＩＴＯ）、または他の類似材料
により形成される。実施例において、複数の浮遊電極１６０と複数の第２共通電極１７０
は、格子形状である。
【００４２】
　第２配向膜１２８は、オーバーコート層１２６上に形成され、複数の浮遊電極１６０と
複数の第２共通電極１７０とを覆う。第２配向膜１２８は、プレチルト角（ｐｒｅ－ｔｉ
ｌｔｅｄ）のラビング軸を有する。ラビング軸と第２方向との夾角は、約０度～１０度で
あって液晶を最初の必要な方向に配列させる。
【００４３】
　図１に示すように、第１構造１１０と第２構造１２０は、対向して設置されて、その間
の液晶セルギャップＨで隔てられている。また、第２構造１２０の各浮遊電極１６０は、
第１構造１１０の各画素電極１４０に対応し、第２構造１２０の各第２共通電極１７０は
、第１構造１１０の各第１共通電極１５０に対応する。また、第２構造１２０のブラック
マトリクス１９０は、第１構造１１０のスキャンライン及び信号ライン１３０に対応して
いる。　
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【００４４】
　従って、蓄積コンデンサ（図示していない）は、共通電極と画素電極との重ねる部分に
形成される。１つのフレーム期間において、蓄積コンデンサは、必要な電圧レベルでデー
タ信号を保持する。
【００４５】
　また、液晶ディスプレイ装置１００は、偏光板（ｐｏｌａｒｉｚｅｒ）と検光板（ａｎ
ａｌｙｚｅｒ）（図示していない）をも含んでいる。偏光板は、第１基板１１２の第１面
１１２ａ上に形成され、第１既定方向に偏光軸を有し、この偏光軸の光学的性質は液晶層
１８０に対応している。検光板は、第２基板１２２の第２面１２２ｂ上に形成され、第２
既定方向に吸収軸を有し、この吸収軸の光学的性質は偏光軸に対応している。偏光板の偏
光軸と第１配向膜１１８のラビング軸との夾角は、約０度～９０度であり、偏光板の偏光
軸と検光板の吸収軸との夾角は、約９０度である。
【００４６】
　このような液晶ディスプレイ装置１００の構造は、信号電圧が１つの透明画素電極１４
０に供給される時、透明画素電極１４０と浮遊電極１６０間の電気容量が、透明画素電極
１４０と共通電極１５０（１７０）間の電気容量より遥かに大きいので、透明画素電極１
４０の電圧が対応する浮遊電極１６０に接続される。従って、液晶分子１８２は、液晶層
１８０で発生される電界によって回転される。画素電極と浮遊電極及び共通電極によって
、デッドゾーン（ｄｅａｄ　ｚｏｎｅ）のない電界が発生され、液晶セルギャップ内の液
晶分子１８２を駆動する。これにより、液晶ディスプレイ装置１００は、操作する際の高
い透過率、広視野角と、速い応答時間を実現した。
【００４７】
　図２－１（ａ）は、本発明の実施例の液晶ディスプレイ装置が暗状態での光透過２８４
を示している。液晶ディスプレイ装置は、第１基板２１０上に間隙を隔てて形成される２
つの第１共通電極２５０及び画素電極２４０と、第２基板２２０上に間隙を隔てて形成さ
れる２つの第２共通電極２７０及び浮遊電極２６０とを含み、第２基板２２０と第１基板
２１０は、対向して設置されて、その間は、液晶分子２８２で充填される液晶セルギャッ
プ（液晶層）２８０である。暗状態の時、液晶層２８０に電界が発生しないため、液晶デ
ィスプレイ装置は、光透過２８４がない。図２－２（ｂ）は、液晶ディスプレイ装置が明
状態での光透過２８６を表している。液晶層２８０内に等電位線２８５が形成されている
。この液晶層２８０内の誘導電界２８５により、液晶分子２８２が必要な方向に配列され
る。液晶ディスプレイ装置２００の光透過曲線２８６から分るように、明状態の時、画素
の上方で光透過を得ることができる。
【００４８】
　図３は、本発明の実施例の液晶ディスプレイ装置３００を示している。中で（ａ）は、
液晶ディスプレイ装置３００の単一画素の平面図であって、（ｂ）は、液晶ディスプレイ
装置３００のＡ－Ａ’断面図である。
【００４９】
　液晶ディスプレイ装置３００は、第１基板３１２と、第１基板上に形成されたゲート絶
縁層３１４と、複数本のスキャン（ゲート）ライン３３５と複数本のデータ（信号）ライ
ン３３０とを含む。各スキャンライン３３５と各データライン３３０は、互いに交差して
おり、ゲート絶縁層３１４によって絶縁されて複数の画素領域３０１を定義する。第１方
向３９１に沿って複数本のスキャンライン３３５が形成され、第１方向３９１に垂直な第
２方向３９３に沿って複数本の信号ライン３３０が形成される。また、複数本の共通バス
ライン３５９も第１基板３１２上に形成される。この第１基板３１２上の各共通バスライ
ン３５９は、スキャンライン３３５と隣接する。保護層３１６は、ゲート絶縁層３１４上
に形成され、複数本の信号ライン３３０を覆う。
【００５０】
　また、液晶ディスプレイ装置３００は、規則的に間隙を隔てて、保護層３１６上に交互
に形成される複数の画素電極３４１及び３４３と、複数の第１共通電極３５１、３５３、
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３５５とを含む。図３の実施例において、各画素領域３０１は、２つの画素電極３４１、
３４３と、３つの第１共通電極３５１、３５３、３５５とを含む。第１共通電極３５３と
３５５は、保護層３１６上に形成され、信号ライン３３０とスキャンライン３３５にそれ
ぞれ対応する。第１共通電極３５１は、保護層３１６上の第１共通電極３５３と３５５と
の間に形成される。画素電極３４１は、保護層３１６上の第１共通電極３５３と３５１と
の間に形成され、画素電極３４３は、保護層３１６上の第１共通電極３５１と３５５との
間に形成されている。
【００５１】
　画素領域３０１もスイッチング素子としての薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）３４７を含み
、ゲートライン３３５と信号ライン３３０との間に形成されている。例えば、ＴＦＴ３４
７は、ゲートライン３３５から延伸するゲート電極と、ゲート電極上に形成されるゲート
絶縁層３１４と、ゲート電極の上方のゲート絶縁層３１４上に形成されるチャネル層（図
示していない）と、信号ライン３３０から延伸し、特定の部分がチャネル層の１端に重ね
られるソース電極と、特定の部分によってチャネル層の他端に重ねられ、画素電極３４１
と３４３に接続されるドレイン電極とを含む。ＴＦＴ３４７は、ゲートライン３３５に供
給された信号に応じて、信号ライン３３０に供給された信号を画素電極３４１と３４３に
伝送することができる。
【００５２】
　液晶ディスプレイ装置３００は、第２基板３２２と、既定のパターンで第２基板３２２
上に形成されるブラックマトリクス３９０と、第２基板３２２の残りの部分に形成された
カラーフィルター３２４と、ブラックマトリクス３９０とカラーフィルター３２４の上に
形成されたオーバーコート層と、複数の第２共通電極３７１、３７３、３７５と、オーバ
ーコート層３２６上に規則的に間隙を隔てて交互に形成された複数の浮遊電極３６１、３
６３とを含む。
【００５３】
　図３によれば、各画素領域３０１には、２つの浮遊電極３６１、３６３と、３つの第２
共通電極３７１、３７３、３７５とを含む。第２共通電極３７３と３７５は、ブラックマ
トリクス３９０に対応してオーバーコート層３２６上に形成されている。第２共通電極３
７１は、オーバーコート層３２６上の第２共通電極３７３と３７５の間に形成されている
。浮遊電極３６１は、オーバーコート層３２６上の第２共通電極３７３と３７１との間に
形成され、浮遊電極３６３は、オーバーコート層３２６上の第２共通電極３７１と３７５
との間に形成されている。
【００５４】
　第２基板３２２と第１基板３１２は、対向して設置され、その間に、液晶層３８０で充
填される液晶セルギャップを定義する。また、第１基板３１２と第２基板３２２が、対向
して設置されることで、画素領域３０１における第２基板３２２の浮遊電極３６１と３６
３が第１基板３１２の画素電極３４１と３４３にそれぞれ対向して設置される。第２基板
３２２の第２共通電極３７１、３７３と３７５は、第１基板３１２の第１共通電極３５１
、３５３と３５５にそれぞれ対向して設置される。また、第２基板３２２のブラックマト
リクス３９０は、第１基板３１２のスキャンライン３３５と信号ライン３３０とに対向し
て設置される。従って、蓄積コンデンサ３４５は、共通電極と画素電極との重ねる部分に
形成される。１つのフレーム期間において、蓄積コンデンサ３４５は、必要な電圧レベル
でデータ信号を保持する。
【００５５】
　図４～図７は、本発明の異なる実施例の液晶ディスプレイ装置４００、５００、６００
、または７００を示している。液晶ディスプレイ装置の各実施例は、第１基板と第２基板
上に形成された共通電極、画素電極と、浮遊電極の特定構造を含む。
【００５６】
　例えば図４の実施例において、各画素領域４０１は、第１構造４１０上に形成された２
つの画素電極４４１、４４３と、３つの第１共通電極４５１、４５３、４５５（図３と同
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じ構造）と、第２構造４２０上に形成された２つの浮遊電極４６１、４６３と、２つの第
２共通電極４７３、４７５とを含む。図３と比べ、図４の液晶ディスプレイ装置４００の
第２基板上には、浮遊電極４６１と４６３の間に形成される第２共通電極がない。このよ
うな構造の液晶ディスプレイ装置４００の液晶効率（透過率）は、図３の液晶ディスプレ
イ装置よりやや低い可能性があるが、製造プロセスによる共通電極と浮遊電極間の短絡（
ｓｈｏｒｔ　ｄｅｆｅｃｔ）を減少することができる。
【００５７】
　図５の実施例において、各画素領域５０１には、３つの第２共通電極５７１、５７３、
５７５とを含み、第２構造５２０上に形成される浮遊電極がない。同様に、このような構
造の液晶ディスプレイ装置５００の液晶効率（透過率）は、図３の液晶ディスプレイ装置
よりやや低い可能性があるが、製造プロセスによる共通電極と浮遊電極間の短絡を減少す
ることができる。
【００５８】
　図６の実施例では、各画素領域６０１には、第１構造６１０上に形成された２つの第１
共通電極６５３、６５５と、１つの画素電極６４１と、第２構造６２０上に形成された２
つの第２共通電極６７３、６７５と、浮遊電極６６１とを含む。浮遊電極６６１が第２共
通電極６７３と６７５との間に位置される時、画素電極６４１は、２つの第１共通電極６
５３と６５５との間に位置される。本実施例において、画素の開口数（aperture　ratio
）が改善されているが、駆動電圧が、図３の液晶ディスプレイ装置よりやや高い。
【００５９】
　図７の液晶ディスプレイ装置は、図１と同じ各画素領域７０１には、第１構造７１０上
に形成された１つの画素電極７４１と、二対の第１共通電極７５３、７５５と、第２構造
７２０上に形成された１つの浮遊電極７６１と、二対の第２共通電極７７３、７７５とを
含む。各一対の第１共通電極と各一対の第２共通電極は、対応する信号ライン上に位置さ
れる。また、共通電極と信号電極間の重なった電気容量を減少することで、信号ラインの
ＲＣ遅延を低下させることができるが、画素電極の信号雑音を増加させる。
【００６０】
　図８に示すように、本発明の実施例の液晶ディスプレイ装置の製造方法８００は、下記
のステップを含む。図８－１の（ａ）に示すように、先ず、ガラスまたはその他の類似材
料によって形成される基板８１０を提供する。続いて、複数のゲート電極８２０がゲート
ラインに電気的接続され、且つ、各ゲート電極は、第１基板８１０上に互いに間隙を隔て
て形成される。隣接する２つのゲート電極８２０の間に、画素領域８０１とコンデンサ領
域（ｃａｐａｃｉｔｏｒ　ａｒｅａ）（図示していない）を定義し、画素領域８０１は、
ゲート電極８２０が形成されたスイッチング領域（ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　ａｒｅａ）８１
２と隣接する。ゲート電極８２０は、金属例えば、アルミニウム（Ａｌ）、モリブデン（
Ｍｏ）、クロム（Ｃｒ）、タンタル（Ｔａ）、銅（Ｃｕ）、マルチレイヤ（ｍｕｌｔｉ－
ｌａｙｅｒ）、または合金により形成される。
【００６１】
　誘電体層（ゲート絶縁層）８３０は、第１基板８１０と複数のゲート電極８２０上に形
成されている。ゲート絶縁層８３０は、ＳｉＮx、ＳｉＯx、またはＳｉＯＮにより形成さ
れる。本実施例において、ゲート絶縁層８３０は、プラズマ化学気相堆積法（ＰＥＣＶＤ
）によって、ＳｉＮx、またはＳｉＯxが第１基板８１０と複数のゲート電極８２０上に堆
積される方式で形成されている。
【００６２】
　続いて、図８－１の（ｂ）に示すように、半導体層８４０がゲート絶縁層８３０上の各
スイッチング領域８１２内に形成される。次に、接触層８４５が半導体層８４０上に形成
され、第１接触部分８４２、及び第１接触部分８４２と離れる第２接触部分８４４とにパ
ターン化される。半導体層８４０は、非晶質シリコン、多結晶シリコン、またはその他の
類似材料とを含む。接触層８４５は、例えば、ｎ+ドープした非晶質シリコン（ｎ+ｄｏｐ
ｅｄ ａ－Ｓｉ）、またはｐ+型ドープした非晶質シリコン（ｐ+ｄｏｐｅｄ ａ－Ｓｉ）な
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どのドープした非晶質シリコンにより形成される。本実施例では、半導体層８４０と接触
層８４５は、プラズマ化学気相堆積法（ＰＥＣＶＤ）によって、非晶質シリコンとドープ
した非晶質シリコンが順次に堆積され、且つパターン化される方式で形成される。
【００６３】
　もう１つの実施例において、ＳｉＮx、またはＳｉＯxで形成されたゲート絶縁層８３０
、非晶質シリコン層８４０と、ドープした非晶質シリコン８４５が順次に堆積されること
ができ、且つ非晶質シリコン層８４０とドープした非晶質シリコン８４５は、パターン化
されて半導体層８４０と接触層８４５とを形成することができる。
【００６４】
　その後、図８－２の（ｃ）に示すように、各スイッチング領域８１２内には、半導体層
８４０と接触層８４５の上に金属層８６０が形成される。金属層８６０は、信号ラインに
接続される第１部分８６２、及び第１部分８６２と離れる第２部分８６４にパターン化さ
れ、且つ、対応する画素領域８０１で、第１画素電極層８５０に接続される。
【００６５】
　続いて、図８－２の（ｄ）に示すように、各スイッチング領域８１２内と各画素領域８
０１内には、金属層８６０上に保護層８７０が形成され、保護層８７０は、例えばＳｉＮ

x、またはＳｉＯxなどの誘電材料により形成され、その中にビアホール（ｖｉａ　ｈｏｌ
ｅ）を定義し、画素電極を有するスイッチング装置に接続される。
【００６６】
　次に、図８－３の（ｅ）に示すように、各画素領域８０１内の保護層８７０の上に、１
つまたは複数の画素電極８８０と、２つまたは２つ以上の第１共通電極８９０が形成され
る。画素電極８８０と第１共通電極８９０の厚さの範囲は、全て約０.０１μｍ～３.０μ
ｍであって、透明導電材料例えば、酸化亜鉛、非晶質インジウムスズ酸化物（ａ－ＩＴＯ
）、多結晶インジウムスズ酸化物（ｐｏｌｙ　ＩＴＯ）、またはその他の類似材料により
形成される。
【００６７】
　また、本方法は、第１基板に面する第２基板を提供し、第２基板上に２つまたは２つ以
上の第２共通電極、及び/或いは１つまたは複数の浮遊電極を形成するステップを更に含
む。液晶分子は、第１基板と第２基板との間の液晶層に注入される。且つ、液晶分子は、
正の誘電異方性を持っている。
【００６８】
　本発明の実施例は、ＦＥＳを用いて画像の視角特性と画像の光透過率を改善する液晶デ
ィスプレイ装置を開示している。本発明の実施例によれば、液晶ディスプレイ装置は、第
１基板上に形成される複数の透明な第１共通電極、及び複数の画素電極と、第２基板上に
形成される複数の透明な第２共通電極、及び/または複数の浮遊電極とを有する。前記第
１基板と第２基板を対向して設置させることで、第２基板上の透明な第２共通電極と、第
１基板上の透明な第１共通電極が対向して設置され、且つ、第２基板上の浮遊電極と第１
基板上の画素電極が対向して設置される。
【００６９】
　以上、本発明の好適な実施例を例示したが、これは本発明を限定するものではなく、本
発明の精神及び範囲を逸脱しない限り、当業者であれば行い得る少々の変更や修飾を付加
することは可能である。従って、本発明の保護を請求する範囲は、特許請求の範囲を基準
とする。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置を示す断面図である。
【図２－１】（a）は、液晶ディスプレイ装置の光透過率を示す図であって、（ｃ）は、
本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置の液晶層内で発生される電界を示す断面図で
ある。
【図２－２】（ｂ）は、液晶ディスプレイ装置の光透過率を示す図であって、（ｄ）は、
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本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置の液晶層内で発生される電界を示す断面図で
ある。
【図３】（a）は、液晶ディスプレイ装置を示す平面図であって、（b）は、本発明の実施
例による液晶ディスプレイ装置を示す断面図Ａ－Ａ’である。
【図４】（a）は、液晶ディスプレイ装置を示す平面図であって、（b）は本発明の実施例
による液晶ディスプレイ装置を示す断面図Ａ－Ａ’である。
【図５】（a）は、液晶ディスプレイ装置を示す平面図であって、（b）は、本発明の実施
例による液晶ディスプレイ装置を示す断面図Ａ－Ａ’である。
【図６】（a）は、液晶ディスプレイ装置を示す平面図であって、（b）は、本発明の実施
例による液晶ディスプレイ装置を示す断面図Ａ－Ａ’である。
【図７】（a）は、液晶ディスプレイ装置を示す平面図であって、（b）は、本発明の実施
例による液晶ディスプレイ装置を示す断面図Ａ－Ａ’である。
【図８－１】本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置の製造方法を示す流れ図である
。
【図８－２】本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置の製造方法を示す流れ図である
。
【図８－３】本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置の製造方法を示す流れ図である
。
【図９－１】ＩＰＳモード液晶ディスプレイを示す断面図である。
【図９－２】ＦＦＳモード液晶ディスプレイを示す断面図である。
【符号の説明】
【００７１】
　１００～７００　液晶ディスプレイ
　１１０、４１０、５１０、６１０、７１０　第１構造
　１１２、２１０、３１２、８１０、９２０、９７０　第１基板
　１１２ａ　第１基板の第１面
　１１２ｂ　第１基板の第２面
　１１２ｃ　第１基板の本体部分
　１１４　絶縁層
　１１６、３１６、８７０　保護層
　１１８　第１配向膜
　１２０、４２０、５２０、６２０、７２０　第２構造
　１２２、２２０、３２２、９４０、９９０　第２基板
　１２２ａ　第２基板の第１面
　１２２ｂ　第２基板の第２面
　１２２ｃ　第２基板の本体部分
　１２４　カラーフィルター
　１２６、３２６　オーバーコート層
　１２８　第２配向膜
　１４０、２４０、３４１、３４３、４４１、４４３、６４１、７４１、９２１、９６１
、９６９　画素電極
　１５０、２５０、３５１、３５３、３５５、４５１、４５３、４５５、６５３、６５５
、７５３、７５５　第１共通電極
　１６０、２６０、３６１、３６３、４６１、４６３、６６１、７６１　浮遊電極
　１７０、２７０、３７１、３７３、３７５、４７３、４７５、５７１、５７３、５７５
、６７３、６７５、７７３、７７５　第２共通電極
　１８０　液晶層
　１９０、３９０　ブラックマトリクス
　１８２、２８２、９３２、９８２　液晶分子
　２８０　液晶セルギャップ
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　２８４　暗状態での光透過
　２８５　等電位線
　２８６　明状態での光透過
　３０１、４０１、５０１、６０１、７０１　画素領域
　３１４　ゲート絶縁層
　１３０、３３０　データ（信号）ライン
　３３５　スキャン（ゲート）ライン
　３４５　蓄積コンデンサ
　３４７　薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）
　３５９　共通バスライン
　３９１　第１方向
　３９３　第２方向
　８０１　画素領域
　８０２　コンデンサ領域
　８１２　スイッチング領域
　８２０　ゲート電極
　８３０　ゲート絶縁層
　８４０　半導体層
　８４２　接触層の第１接触部分
　８４４　接触層の第２接触部分
　８４５　接触層
　８６０　金属層
　８６２　金属層の第１部分
　８６４　金属層の第２部分
　９１０　ＩＰＳモード液晶ディスプレイ
　９２９、９６９　共通電極
　９３７　電界
　９４５、９９５　光透過率
　Ｄ、Ｌ1、Ｌ2　ダイオード間の距離
　Ｈ、ｄ1、ｄ2　液晶セルギャップ
　９５０　ＦＦＳモード液晶ディスプレイ
　９８１　フリンジフィールド
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